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1．緒言 

単結晶ダイヤモンドやダイヤモンド砥粒などは高温高圧下で

生産されてきたが、ダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜・単結

晶ダイヤモンド・多結晶ダイヤモンド・超微粒ダイヤモンド

(UltraNano-Crystalline Diamond, UNCD)膜はマイクロ波(2.45 GHz

および 915 MHz)・熱フィラメント法[1]・アーク法を用いたプラ

ズマ CVDによる報告が多くなされている。こうした背景の中で、

アンテナインピーダンスを任意に設計可能な「LCアンテナ[2]」方

式によって大面積でもアンテナ電流の均一化が可能で且つガス

の分解効率が高い 13.56 MHz(RF)高周波誘導結合プラズマ(ICP)

にて UNCD成長が可能となることを見出した。 

2．実験 

 ICP-CVD 装置の概略図を Fig.1 に示す。本装置では、成膜原

料ガスとして H2, CH4, CO2, Arを用いた。RF電源は出力 3kWと

し、使用する基板はダイヤモンド砥粒による傷つけ処理を行っ

た Siウェハとした。 

3．結果と考察 

 ガス圧力 15 Pa、プロセス中の基板温度は 450 ℃とし成膜を行った。

成膜したサンプルは Fig.2に示す通り、励起波長 325 nmレーザーRaman

分光分析にてダイヤモンド構造(sp3 結合)由来のピーク(1332 cm-1)と非

ダイヤモンド成分由来の G バンド(1580 cm-1)が観測され、UNCD が成

長していることを確認できた。また、透過型電子顕微鏡(STEM)におい

ても 10 nm程度のダイヤ粒子と、ダイヤの格子定数に応じた回折が

TEDで見られていることからも UNCD であることが確認できた。 

詳細は当日報告する。 

Fig.1. Schematic diagram of ICP- CVD 

Fig.3. STEM image and TED pattern 

of UNCD film. 

Fig.2. Raman spectrum of UNCD at 325nm 
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